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(57)【要約】
【課題】ディスクリートトラックメディア等の加工プロ
セスマージン及びプロセススループットの向上を可能と
する垂直磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】ディスクリートトラックメディア等に用い
る垂直磁気記録媒体であって、基板上に、少なくとも軟
磁性層と下地層と磁気記録層と保護層を備える垂直磁気
記録媒体において、前記磁気記録層は、垂直磁気異方性
エネルギー（Ku）が５．０×１０６erg/cc以上の高磁気
異方性材料を含有する。そして、この高磁気異方性材料
は、好適にはたとえばＣｏＰｔ又はＦｅＰｔを主成分と
する材料である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、少なくとも軟磁性層と下地層と磁気記録層と保護層を備える垂直磁気記録媒
体において、
　前記磁気記録層は、垂直磁気異方性エネルギー（Ku）が５．０×１０６erg/cc以上の高
磁気異方性材料を含有することを特徴とする垂直磁気記録媒体。
【請求項２】
　前記高磁気異方性材料は、ＣｏＰｔ又はＦｅＰｔを主成分とする材料であることを特徴
とする請求項１に記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項３】
　前記高磁気異方性材料は、SiO2、SiO、TiO2、TiO、Cr2O3、Zr2O3、Ta2O5、Al2O3、W2O5
、Mo2O5、V2O5、またはNb2O5のいずれかの酸化物材料が含有されていることを特徴とする
請求項１又は２に記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項４】
　前記垂直磁気記録媒体は、ディスクリートトラックメディアまたはビッドパターンドメ
ディアに用いる垂直磁気記録媒体であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項
に記載の垂直磁気記録媒体。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の垂直磁気記録媒体に対して、ナノインプリント
プロセスを用いてパターニングを行った後、ドライエッチング法を用いて前記保護層及び
前記磁気記録層をエッチングし、エッチング後の溝をスパッタリング法により非磁性材料
で埋め込み、再度エッチングによって表面の平坦化を行うことを特徴とするディスクリー
トトラックメディア等の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は垂直磁気記録方式のＨＤＤ（ハードディスクドライブ）等の磁気ディスク装置
に搭載される垂直磁気記録媒体及びディスクリートトラックメディア等の製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年の情報処理の大容量化に伴い、各種の情報記録技術が開発されている。特に磁気記
録技術を用いたＨＤＤ（ハードディスクドライブ）の面記録密度は年率１００％程度の割
合で増加し続けている。最近では、ＨＤＤ等に用いられる２．５インチ径磁気ディスクに
して、１枚当り２５０Ｇバイトを超える情報記録容量が求められるようになってきており
、このような所要に応えるためには１平方インチ当り４００Ｇビットを超える情報記録密
度を実現することが求められる。ＨＤＤ等に用いられる磁気ディスクにおいて高記録密度
を達成するためには、情報信号の記録を担う磁気記録層を構成する磁性結晶粒子を微細化
すると共に、その層厚を低減していく必要があった。ところが、従来より商業化されてい
る面内磁気記録方式（長手磁気記録方式、水平磁気記録方式とも呼称される）の磁気ディ
スクの場合、磁性結晶粒子の微細化が進展した結果、超常磁性現象により記録信号の熱的
安定性が損なわれ、記録信号が消失してしまう、熱揺らぎ現象が発生するようになり、磁
気ディスクの高記録密度化への阻害要因となっていた。
【０００３】
　この阻害要因を解決するために、近年、垂直磁気記録方式用の磁気ディスクが提案され
ている。垂直磁気記録方式の場合では、面内磁気記録方式の場合とは異なり、磁気記録層
の磁化容易軸は基板面に対して垂直方向に配向するよう調整されている。垂直磁気記録方
式は面内記録方式に比べて、熱揺らぎ現象を抑制することができるので、高記録密度化に
対して好適である。例えば、特開２００２－９２８６５号公報（特許文献１）では、基板
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上に軟磁性層、下地層、Ｃｏ系垂直磁気記録層、保護層等をこの順で形成してなる垂直磁
気記録媒体に関する技術が開示されている。
【０００４】
　そして、現在では、垂直磁気記録媒体での更なる高記録密度化が求められている。面記
録密度が１平方インチ当り５００Ｇビットを超える次世代磁気記録媒体においては、デー
タトラックやビッド間を磁気的に分離することで、隣接トラック、ビッド間のサイドフリ
ンジなどの影響を低減したディスクリートトラックメディア（以下、ＤＴＲメディアと呼
ぶ。）やビッドパターンドメディア（以下、ＢＰＭと呼ぶ。）が有望視されている。そし
て、ＤＴＲメディアの製造においては、垂直磁気記録層を物理的にエッチングして溝を形
成するエッチング方式（例えば特許文献２等）や、トラック間の垂直磁気記録層部にイオ
ンを照射して非磁性化させるイオン照射方式などが検討されている。また、ＢＰＭの製造
においては、エッチング方式の他にも、ブロック共重合体の自己組織化を利用した方式が
検討されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－９２８６５号公報
【特許文献２】特開２００６－８５８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、例えば上記のエッチング方式を用いたＤＴＲメディアの製造方法では、磁気記
録層の隣接トラックを磁気的に分離するために、隣接トラック間の磁気記録層をすべてエ
ッチングする必要があり、またエッチングした溝部をさらに非磁性材料を用いて充填した
後、表面を平坦化する加工プロセスが必要となる。これらのプロセスを安定構築するため
には非常に高い加工プロセス技術が必要であり、また、これら多くの加工プロセスを経る
必要があるため、ＤＴＲメディア単体のコストが高くなることなどが実用化へ向けて大き
な課題となっている。
【０００７】
本発明はこのような従来の事情に鑑み、ＤＴＲメディアやＢＰＭの加工プロセスマージン
及びプロセススループットの向上を可能とする垂直磁気記録媒体及び該垂直磁気記録媒体
を用いたＤＴＲメディア等の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の構成を有するものである。
（構成１）
　基板上に、少なくとも軟磁性層と下地層と磁気記録層と保護層を備える垂直磁気記録媒
体において、前記磁気記録層は、垂直磁気異方性エネルギー（Ku）が５．０×１０６erg/
cc以上の高磁気異方性材料を含有することを特徴とする垂直磁気記録媒体。
【０００９】
（構成２）
　前記高磁気異方性材料は、ＣｏＰｔ又はＦｅＰｔを主成分とする材料であることを特徴
とする構成１に記載の垂直磁気記録媒体。
【００１０】
（構成３）
　前記高磁気異方性材料は、SiO2、SiO、TiO2、TiO、Cr2O3、Zr2O3、Ta2O5、Al2O3、W2O5
、Mo2O5、V2O5、またはNb2O5のいずれかの酸化物材料が含有されていることを特徴とする
構成１又は２に記載の垂直磁気記録媒体。
（構成４）
前記垂直磁気記録媒体は、ディスクリートトラックメディアまたはビッドパターンドメデ
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ィアに用いる垂直磁気記録媒体であることを特徴とする構成１乃至３のいずれか一項に記
載の垂直磁気記録媒体。
【００１１】
（構成５）
構成１乃至４のいずれか一項に記載の垂直磁気記録媒体に対して、ナノインプリントプロ
セスを用いてパターニングを行った後、ドライエッチング法を用いて前記保護層及び前記
磁気記録層をエッチングし、エッチング後の溝をスパッタリング法により非磁性材料で埋
め込み、再度エッチングによって表面の平坦化を行うことを特徴とするディスクリートト
ラックメディア等の製造方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、垂直磁気記録媒体の磁気記録層に高磁気異方性材料を用いることによ
り、磁気特性を劣化させることなく、磁気記録層の膜厚を低減することができ、エッチン
グ－埋め込み－平坦化というＤＴＲメディアやＢＰＭの加工プロセスにおいて、磁気記録
層の溝の断面形状がシャープで良好であり、また、エッチングや埋め込み、平坦化のプロ
セスマージンが向上し、かつ加工時間を短縮できることでスループットが向上し、加工コ
ストの低減も可能となった。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ＤＴＲメディアの製造工程の一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を詳述する。
本発明は、構成１にあるように、基板上に、少なくとも軟磁性層と下地層と磁気記録層と
保護層を備える垂直磁気記録媒体において、前記磁気記録層は、垂直磁気異方性エネルギ
ー（Ku）が５．０×１０６erg/cc以上の高磁気異方性材料を含有することを特徴とする垂
直磁気記録媒体である。
【００１５】
　前記高磁気異方性材料としては、具体的には例えばＣｏＰｔ又はＦｅＰｔを主成分とす
る材料が好ましく挙げられる。
　また、前記高磁気異方性材料としては、例えばＣｏＰｔ又はＦｅＰｔを主成分とする材
料に、SiO2、SiO、TiO2、TiO、Cr2O3、Zr2O3、Ta2O5、Al2O3、W2O5、Mo2O5、V2O5、また
はNb2O5のいずれかの酸化物材料が含有され、グラニュラー構造の磁気記録層とすること
が好ましい。
　このような高磁気異方性材料を用いた垂直磁気記録媒体は、特にＤＴＲメディアまたは
ＢＰＭの製造に好適である。
【００１６】
また、本発明は、上記したような本発明に係る垂直磁気記録媒体に対して、ナノインプリ
ントプロセスを用いてパターニングを行った後、ドライエッチング法を用いて前記保護層
及び前記磁気記録層をエッチングし、エッチング後の溝をスパッタリング法により非磁性
材料で埋め込み、再度エッチングによって表面の平坦化を行うことを特徴とするＤＴＲメ
ディア等の製造方法についても提供するものである。
【００１７】
図１は、ＤＴＲメディアの製造工程の一例を示す断面図である。
図１にしたがって、ＤＴＲメディアの製造工程を説明する。
同図（ａ）に示す垂直磁気記録媒体１は、基板～下地層（基板とその磁気記録層間に形成
された各層）２と磁気記録層３と保護層４を備えている。
【００１８】
　次に、上記垂直磁気記録媒体１上に、たとえばナノインプリントプロセスを用いてレジ
ストパターン５を形成する（同図（ｂ）参照）。
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　次に、上記レジストパターン５の膜厚の薄い部分をデスカムして除去し、さらに露出し
た保護層４を除去する（同図（ｃ）参照）。引き続いて、露出した磁気記録層３をエッチ
ングして除去する（同図（ｄ）参照）。
　次に、残留したレジストパターン５及び保護層４をアッシングして除去する（同図（ｅ
）参照）。
【００１９】
　次いで、形成された磁気記録層３の溝をたとえばスパッタリング法により非磁性材料６
で埋め込み（同図（ｆ）参照）、再度エッチングなどを用いて媒体の表面を平坦化する（
同図（ｇ）参照）。
　そして、平坦化された媒体表面に保護層７を形成して、ＤＴＲメディア１０を作製する
（同図（ｈ）参照）。
　なお、ＢＰＭについても、上述のＤＴＲメディアと同様の加工プロセスを用いて製造す
ることができる。
【００２０】
　こうしたＤＴＲメディア等の製造に好適に用いられる本発明に係る垂直磁気記録媒体の
層構成の一実施の形態としては、基板に近い側から、例えば密着層、軟磁性層、シード層
、下地層、磁気記録層（垂直磁気記録層）、保護層などを積層したものである。
【００２１】
上記基板としては、アルミノシリケートガラス、アルミノボロシリケートガラス、ソーダ
タイムガラス等のガラス基板が挙げられるが、中でもアルミノシリケートガラス基板が好
適である。また、アモルファスガラス、結晶化ガラスを用いることができる。なお、化学
強化したガラスを用いると、剛性が高く好ましい。本発明において、基板主表面の表面粗
さはRmaxで１０ｎｍ以下、Raで０．３ｎｍ以下であることが好ましい。
【００２２】
基板上には、垂直磁気記録層の磁気回路を好適に調整するための軟磁性層を設けることが
好適である。かかる軟磁性層は、第一軟磁性層と第二軟磁性層の間に非磁性のスペーサ層
を介在させることによって、ＡＦＣ（Antiferro-magnetic exchange coupling：反強磁性
交換結合）を備えるように構成することが好適である。これにより第一軟磁性層と第二軟
磁性層の磁化方向を高い精度で反並行に整列させることができ、軟磁性層から生じるノイ
ズを低減することができる。具体的には、第一軟磁性層、第二軟磁性層の組成としては、
例えばＣｏＴａＺｒ（コバルト－タンタル－ジルコニウム）またはＣｏＦｅＴａＺｒ（コ
バルト－鉄－タンタル－ジルコニウム）またはＣｏＦｅＴａＺｒＡｌＣｒ（コバルト－鉄
－タンタル－ジルコニウム－アルミニウム－クロム）またはＣｏＦｅＮｉＴａＺｒ（コバ
ルト－鉄－ニッケル－タンタル－ジルコニウム）とすることができる。上記スペーサ層の
組成は例えばＲｕ（ルテニウム）とすることができる。
軟磁性層の膜厚は、構造及び磁気ヘッドの構造や特性によっても異なるが、全体で１５ｎ
ｍ～１００ｎｍであることが望ましい。なお、上下各層の膜厚については、記録再生の最
適化のために多少差をつけることもあるが、概ね同じ膜厚とするのが望ましい。
【００２３】
　また、基板と軟磁性層との間には、密着層を形成することも好ましい。密着層を形成す
ることにより、基板と軟磁性層との間の付着性を向上させることができるので、軟磁性層
の剥離を防止することができる。密着層の材料としては、例えばＴｉ含有材料を用いるこ
とができる。
【００２４】
また、シード層は、下地層の配向ならびに結晶性を制御するために用いられる。全層を連
続成膜する場合には特に必要のない場合もあるが、軟磁性層と下地層の相性如何によって
は結晶成長性が劣化することがあるため、シード層を用いることにより、下地層の結晶成
長性の劣化を防止することができる。シード層の膜厚は、下地層の結晶成長の制御を行う
のに必要最小限の膜厚とすることが望ましい。厚すぎる場合には、信号の書き込み能力を
低下させてしまう原因となる。
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【００２５】
　また、上記下地層は、垂直磁気記録層の結晶配向性（結晶配向を基板面に対して垂直方
向に配向させる）、結晶粒径、及び粒界偏析を好適に制御するために用いられる。下地層
の材料としては、面心立方（ｆｃｃ）構造あるいは六方最密充填（ｈｃｐ）構造を有する
単体あるいは合金が好ましく、例えばＲｕ、Ｐｄ，Ｐｔ，Ｔｉやそれらを含む合金が挙げ
られるが、これらに限定はされない。本発明においては、特にＲｕまたはその合金が好ま
しく用いられる。Ｒｕの場合、hcp結晶構造を備えるＣｏＰｔ系垂直磁気記録層の結晶軸
（c軸）を垂直方向に配向するよう制御する作用が高く好適である。なお、低ガス圧プロ
セスと高ガス圧プロセスによる積層構造の場合、同じ材料の組合わせはもちろん、異種材
料を組合わせることもできる。
【００２６】
また、本発明においては、上記垂直磁気記録層は、Kuが５．０×１０６erg/cc以上の高磁
気異方性材料を含有する。
　上記高磁気異方性材料としては、具体的には例えばＣｏＰｔ又はＦｅＰｔを主成分とす
る材料が好ましく挙げられる。
【００２７】
　また、上記高磁気異方性材料としては、例えばＣｏＰｔ又はＦｅＰｔを主成分とする材
料に、SiO2、SiO、TiO2、TiO、Cr2O3、Zr2O3、Ta2O5、Al2O3、W2O5、Mo2O5、V2O5、また
はNb2O5のいずれかの酸化物材料が含有され、グラニュラー構造の磁気記録層とすること
が好ましい。
【００２８】
　上記垂直磁気記録層に例えばＣｏＰｔ又はＦｅＰｔを主材料とするKuが５．０×１０６

erg/cc以上の高磁気異方性材料を用いることにより、磁気特性を劣化させることなく、磁
気記録層の膜厚を低減することができる。言い換えれば、磁気記録層を薄膜にしても、高
保磁力（Hc）、高Msが得られる。
したがって、この垂直磁気記録層の膜厚は、従来は２０ｎｍ程度必要であったが、本発明
においては、例えば１５ｎｍ以下に薄膜化することが可能である。
【００２９】
　また、補助記録層を、交換結合制御層を介して垂直磁気記録層の上部に設けることによ
って、磁気記録層の高密度記録性と低ノイズ性に加えて高熱耐性を付け加えることができ
る。補助記録層の組成は、例えばＣｏＣｒＰｔＢとすることができる。
【００３０】
また、前記垂直磁気記録層と前記補助記録層との間に、交換結合制御層を有することが好
適である。交換結合制御層を設けることにより、前記垂直磁気記録層と前記補助記録層と
の間の交換結合の強さを好適に制御して記録再生特性を最適化することができる。交換結
合制御層としては、例えば、Ｒｕなどが好適に用いられる。
【００３１】
上記垂直磁気記録層の形成方法としては、スパッタリング法で成膜することが好ましい。
特にＤＣマグネトロンスパッタリング法で形成すると均一な成膜が可能となるので好まし
い。
【００３２】
また、ＤＴＲメディア等の表面には、保護層を設けることが好適である。保護層を設ける
ことにより、メディア上を浮上飛行する磁気ヘッドからメディア表面を保護することがで
きる。保護層の材料としては、たとえば炭素系保護層が好適である。また、保護層の膜厚
は３～７ｎｍ程度が好適である。
【００３３】
　また、前記保護層上に、更に潤滑層を設けることも好ましい。潤滑層を設けることによ
り、磁気ヘッドとメディア間の磨耗を抑止でき、ＤＴＲメディア等の耐久性を向上させる
ことができる。潤滑層の材料としては、たとえばＰＦＰＥ（パーフルオロポリエーテル）
系化合物が好ましい。潤滑層は、例えばディップコート法で形成することができる。
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【００３４】
以上説明した本発明に係る垂直磁気記録媒体を用いてＤＴＲメディアやＢＰＭを製造する
ことにより、エッチング－埋め込み－平坦化というＤＴＲメディア等の加工プロセスにお
いて、磁気記録層の溝の断面形状がシャープで良好である。また、エッチングや埋め込み
、平坦化のプロセスマージンが向上し、かつ加工時間を短縮できることでスループットが
向上し、加工コストの低減も可能となる。
【実施例】
【００３５】
　以下実施例、比較例を挙げて、本発明の実施の形態をさらに具体的に説明する。
（実施例１）
アモルファスのアルミノシリケートガラスをダイレクトプレスで円盤状に成型し、ガラス
ディスクを作成した。このガラスディスクに研削、研磨、化学強化を順次施し、化学強化
ガラスディスクからなる平滑な非磁性ガラス基板を得た。ディスク直径は６５ｍｍである
。このガラス基板の主表面の表面粗さをAFM（原子間力顕微鏡）で測定したところ、Rmax
が２．１８ｎｍ、Raが０．１８ｎｍという平滑な表面形状であった。なお、Rmax及びRaは
、日本工業規格（JIS）に従う。
【００３６】
次に、枚葉式静止対向スパッタ装置を用いて、上記ガラス基板上に、ＤＣマグネトロンス
パッタリング法にて、順次、密着層、軟磁性層、シード層、下地層、垂直磁気記録層、交
換結合制御層、補助記録層、保護層の各成膜を行った。
【００３７】
以下の各材料の記述における数値は組成を示すものとする。
まず、密着層として、１０ｎｍのCr-50Ti層を成膜した。
次に、軟磁性層として、非磁性層を挟んで反強磁性交換結合する２層の軟磁性層の積層膜
を成膜した。すなわち、最初に１層目の軟磁性層として、２５ｎｍの (30Fe-70Co)-3Ta5Z
r層を成膜し、次に非磁性層として、０．７ｎｍのRu層を成膜し、さらに２層目の軟磁性
層として、１層目の軟磁性層と同じ、(30Fe-70Co)-3Ta5Zr層を２５ｎｍ成膜した。
【００３８】
次に、上記軟磁性層上に、シード層として、５ｎｍのNi-7W層を成膜した。
次に，２層のRu層からなる下地層を成膜した。すなわち、１２ｎｍ厚の低ガス圧成膜によ
るRu層と、１２ｎｍ厚の高ガス圧成膜によるRu層からなる下地層を形成した。
【００３９】
次に、下地層の上に、磁気記録層を成膜した。まず、垂直磁気記録層として、膜厚３．０
ｎｍの94(Co-12Cr-18Pt)-3SiO2-3CoOを成膜した。次に、その上に交換結合制御層（Ru）
を成膜し、またその上に、補助記録層として、膜厚２．０ｎｍの87(Co-25Pt)・13TiO2を
成膜した。磁気記録層の膜厚は、垂直磁気記録層、交換結合制御層、補助記録層等の合計
で１２．７ｎｍとした。
【００４０】
　そして次に、上記磁気記録層の上に、水素化ダイヤモンドライクカーボンからなる炭素
系保護層を形成した。炭素系保護層の膜厚は５ｎｍとした。
以上の製造工程により、実施例１の垂直磁気記録媒体が得られた。
【００４１】
（比較例）
垂直磁気記録層として、膜厚１．６ｍの61Co-13Cr-16Pt-5SiO2-5TiO2を成膜し、その上に
交換結合制御層（Ru）を成膜し、またその上に補助記録層として、膜厚８．４ｎｍの61Co
-12Cr-16Pt-4.5TiO2-4.5SiO2-1Co3O4を成膜した。磁気記録層の膜厚は、垂直磁気記録層
、交換結合制御層、補助記録層等の合計で１９．０ｎｍとした。磁気記録層の成膜工程以
外は、実施例１と同様にして、比較例の垂直磁気記録媒体を得た。
【００４２】
（評価）
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　上記実施例、比較例の垂直磁気記録媒体を用いて、以下の評価を行った。
　すなわち、上記実施例１、比較例の各垂直磁気記録媒体に対し、磁気特性、記録再生特
性の評価を行った。静磁気特性の評価は、Kerr効果測定器を用いて、Kuを測定した。また
、記録再生特性の評価は、R/Wアナライザーと垂直磁気記録方式用の磁気ヘッドを用いて
、Ｓ／Ｎ比（シグナル／ノイズ比）を測定した。また、SPT/TMRヘッドを備えたスピンス
タンドテスターを用いて、オーバーライト（以下O/Wと表記）特性を測定した。
　得られた結果を纏めて下記表１に示した。
【００４３】
【表１】

【００４４】
　表１の結果から、実施例１の垂直磁気記録媒体は、比較例に比べて磁気記録層の膜厚を
薄くできて、なお且つ良好な静磁気特性とともに良好な記録再生特性を備えていることが
確認できた。
【００４５】
（ＤＴＲメディアの製造）
　上記実施例、比較例の垂直磁気記録媒体を用いて、前述の図１に示す工程にしたがって
、１２０ｎｍトラックピッチのＤＴＲメディアを製造した。
　まず、上記垂直磁気記録媒体上に石英モールドを用いたＵＶナノインプリント法により
ＤＴＲのパターニングを行った。次に誘導結合型プラズマ反応性エッチング法（ICP-RIE
）によるレジスト残膜と炭素系保護層（DLC）の除去を行った。更にイオンビームエッチ
ング法（IBE）を用いて磁気記録層のエッチングを行った。その後、SiO2やNiAlなどの非
磁性材料ターゲットを用いたRF-Sputtering法を用いて、磁気記録層のエッチング後に生
じた溝を埋め込んだ。そして再度IBEを用いて平坦化をした後、炭素系保護層（DLC）を成
膜して、１２０ｎｍトラックピッチのＤＴＲメディアを製造した。
【００４６】
上記実施例の垂直磁気記録媒体を用いてＤＴＲメディアを製造することにより、エッチン
グ－埋め込み－平坦化というＤＴＲメディアの加工プロセスにおいて、磁気記録層の溝の
断面形状がシャープで良好となり、また、エッチングや埋め込み、平坦化のプロセスマー
ジンが向上し、かつ加工時間を短縮できることでスループットが向上した。具体的には、
上記実施例の垂直磁気記録媒体を用いることにより、タクト時間は１１７pphとなり、比
較例（従来）の垂直磁気記録媒体を用いた場合に比べて、ＤＴＲ加工プロセスでのスルー
プットを約２倍に増加することができた。
なお、本実施例では、本発明に係る垂直磁気記録媒体を用いてＤＴＲメディアを製造した
場合を一例として挙げたが、本発明に垂直磁気記録媒体を用いて同様の加工プロセスによ
りＢＰＭを製造することができ、この場合においても加工プロセスマージン及びプロセス
スループットの向上が可能となる。
【符号の説明】
【００４７】
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１　垂直磁気記録媒体
２　基板～下地層
３　磁気記録層
４　保護層
５　レジストパターン
６　埋め込み用非磁性材料
１０　ＤＴＲメディア
 

【図１】
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